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Hamiltonian (4)を使って,電子 ･正孔および励起子に対する self-energy とし
て,
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によって,Coulomb力のScI℃ening effectを考慮した｡ (5),(6)によるchemical
ptentialの shiftを考慮に入れて,式 (1ト (3)を解くoなおEBもVcで決まると
考えて,励起密度の増大と共にEBが減少する効果も取り入れてあるo
簡単のために電子 ･正孔の質量を等しくとった｡結果によると電子 ･正孔が縮退して
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〔pi(p),Pj(-p′)〕- ∂ij∂p,′(-)lpL/2汀･ (i,j- 1･2) (3)
なる交換関係を満す｡このノ､ミル トニアンは,
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